- tepelné — zde dochazi pti absorpci fotonl k otepleni citlivé ¢asti detektoru a pohlcena
energie se vyhodnocuje nepfimo snimaci teploty

- kvantové — zde se vyuziva fyzikalniho jevu, u kterého pfi interakci dopadajicich fotonil
dochazi ke generaci pari elektron — dira. Je-li teplota vyssi neZ je absolutni nula
a soucasné je-li energie elektronti vétsi nebo rovna energii, ktera stanovuje §itku
zakazancého pasu polovodice, dochazi k uvolnéni elektronu a jeho ptechodu na
vyss§i energetickou hladinu. Tim vznikd v elektronovém obalu atomu dira,
soucasné si ionizovany atom pujéi elektron od sousedniho neutralniho atomu.
Tim dochazi k volnému tepelnému pohybu elektronti a dér.

3.8.2.1 Tepelné detektory

Tepelné detektory dale délime na:

- termoelektrické — vyuzivaji zménu termoelektrického napéti dvojice vodict vlivem rozdil
teplot mezi méficim (ozafenym) spojem a srovnavacim (zatemnénym)
spojem

- bolometrické — vyuzivaji zménu elektrického odporu elementu detektoru na zakladé
zmeny jeho teploty

- pyroelektrické — vyuzivaji teplotni zménu elektrostatické polarizace

Termoelektrické detektory infracerveného zareni jsou tvotreny tepelnou absorpéni vrstvou, jejiz
teplota se méfi sérioveé fazenymi termoelektrickymi ¢lanky, které jsou konstruovany bud’ jako tenké
kovové pasky tl. cca 0,03 mm, nebo jako pasky zhotovené technologii tenkych vrstev, nebo
kfemikovou technologii. Jako materidly se pouzivaji materialy pro klasické termoclanky, ale také Bi,
Sb dotované Se a Te s termoelektrickym koeficientem az 230 pV.K™'. Mozné uspotadani detektoru,
realizovaného technologii tenkych vrstev znazorniuje obr. 3. 39. Uvnitf kompletniho snimace obvykle
byva jesté senzor srovnavaci teploty. Pfi kombinaci kovii BiSb-NiCr bylo dosazeno nasledujicich
parametrii:

; . . bsorbéni plocha N . <o
2%’23"&0' méfici spoje /aﬂﬂp' podet termoelektrickych spojii 100

integralni citlivost K=110V.W"
normovana detektivita D*=2,1.10° cmHz"*W~
1

méfici odpor Nil000

¢asova konstanta 40 ms

rozmér Cipu 2 X 2 mm

SiN, membrana

Bolometrické detektory zateni snimaji otepleni

Obr. 3.39 Termoelektricky detektor detektoru teplotné zavislym odporovym materidlem, tj.

pohlcené zafeni zpisobi zménu teploty odporového

senzoru, a tim i zménu jeho elektrického odporu. K vyrobé se nejcastéji pouzivaji tenkovrstvé

mikroelektronické technologie na bazi odporovych materidlii z kyslicniki MgO, MnO, NiO, TiO,,

Ti,SeAs,Te; a pod. Mikrobolometrické detektory jsou usporadany v fadku nebo jako plosné detektory.

Plosné detektory se pouzivaji v termoviznich kamerach v maticovém usporadani FPA (Focal Plane
Array) 320 x 240 az 640 x 480 elementi. Mozna uspoiadani ukazuje obr. 3.40.
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